Способы внедрения квантовых точек CdSe@CdS в стеклянную матрицу (На примере виллемита)
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В настоящие время полупроводниковые квантовые точки превосходят по фотостабильности, эффективности излучения и чувствительности другие материалы[1]. Одной из проблем при внедрении квантовых точек в стеклянную матрицу, является устойчивость КТ при плавлении шихты в стекло[2].
В качестве вариантов решения проблемы были предложены 4 способа добавления квантовых точек в матрицу. Добавление квантовых точек без оболочки SiO2 в шихту. Добавление квантовых точек с оболочкой SiO2 в шихту. Добавление квантовых точек без оболочки SiO2 в расплав. Добавление квантовых точек с оболочкой SiO2 в расплав.
В результате работы были получены 4 образца велимитового стекла с интенсивностью свечения от 10 до 35 тыс. CPS, где наиболее интенсивное свечение равное 35 тыс. CPS при силе люминесценции равном 450 нм показал образец КТ с добавлением CdSe@CdS с оболочкой из SiO2 в шихту. Без добавления SiO2 КТ при температуре плавления шихты начинали окислиться и сплавляться вследствие чего интенсивность и сила люминесценции.
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